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G9-8曲 線グレーティングを用いた高効率hGaAs

量子丼戸分布ブラッグ反射型レーザ
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曲線表面グレーティングとリッジ構造を用いた分布ブラッ

グ反射型 (DBR)レ
ーザ〔11において低しきい値・高効率かつ

高サイドモード抑圧比を実現するため、1次結合 DBRグ レー

ティングを採用するとともに DBR領 域を量子丼戸無秩序化

により低損失化口することで、曲線 DBRレ ーザの性能改善を

行つてきた。本研究では、高い外部量子効率と高いスペクト

ル純度が得られるよう曲線 DBRを 最適化し、出力端面に低

反射コーティングを適用し実装を工夫することで、さらなる性

能改善を行い高効率化を実現したので報告する。

単
一横モード発振のためのリッジ構造活性チャネル (2.0

μm X600 μm)と、チャネル端からの発散導波光に対して高

い反射率が得られる1次 曲線 DBR(波 長 960 nm、周期 153

nm)か ら構成されるレーザ(図1)を設計した。InGaAs歪 量子

井戸 GRIN―SCH導 波路構造を用い、量子丼戸無秩序化に

よりDBR領 域の吸収損失を3cm‐
1ま

で大幅に低減できる□。

DBR反 射率 沢DBRと波長選択性がともに高くなるよう、DBR

結合係数てを 130 cm‐
1と

決定した。DBR長 を200 μmと する

と、RDBRと波長帯域幅はそれぞれ 960/0、116 nmと見積もられ

た。さらに出力端面反射率父fが5%に なるよう低反射コーティ

ングを行うと、しきい値電流は約 50%増 加するが 0.71という

高い外部微分量子効率77dが得られることが分かった。

まず厚さの異なる Si02膜堆積と高速熱処理 (860°C、60

秒)により、DBR領 域の量子丼戸を選択的に無秩序化した口。

跳 説 予畳離 晶 稲 Υ 夕鎌 ＼選 サrザ 縁

DBRを 作製した。BCBを 絶縁膜としてパッド電極を形成し、

基板を 100 μm厚 まで研磨した後、n型 電極を形成した。労

開により端面ミラーを形成後、Rfが 5%となるよう厚さ170 mm

の Aし03膜を端面に蒸着し、Cuヒートシンク上に実装した。

CW駆 動で曲線 DBRレ ーザの測定を行つた。出力光パワ

ーと7dの注入電流依存性を図 2に示す。しきい値は 20 mA

で、最大出力 251 mWが 得られた。注入電流 110 mAまで、

0.74という高い7dが達成できた。図3に注入電流 100 mAの

ときの発振スペクトルを示す。波長 962 nmの 単一モード発

振が得られ、1次 DBR採 用とだ最適化の結果、52 dBという

高いサイドモード抑圧比を達成できた。標準量子限界まで

0.5 dBにせまる低雑音が達成できた。今後、高性能化したレ

ーザを応用し、スクイズド光発生実験を行う予定である。
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